O Edipower

Liceo Giola Placenza
Incontro con la classe IV scA

Stefano Pastori

Piacenza ,27 gennaio 2011

| () Edipower




Acquisizione di Eurogen - Edipower

LaGenco () Edipower

Eurogen viene
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* Multiutility dal 1 luglio 2010 (principali azionisti Iride e Enia) 2




Gli impianti

| s s Mix tecnologico — mix combustibile — localizzazione
Trtigo (M) - geografica degli impianti: Edipower ha attualmente una
crvamoqrey, 1§ o B L4 ks capacita installata di ca 7.700 MW.
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3 @ | @ Capacita
@ installata
(MW)
Nucleo - - « . 31/12/09
di Tusciano (SA) 6 Impianti Termoelettrici
Chivasso gas/fotovolt. 1.179
Turbigo olio/gas 1.770
Piacenza Gas 855
; B Sermide gas/fotovolt. 1.154
29 | Brindisi carbone/fotovolt. 640
29° - :
22° San Filippo del Mela olio/fotovolt. 1.280
@ Totale Termo 6.878
, ? 3 Nuclei Idroelettrici
] , Mese 372
@:Ki;i'&’é : Udine 284
') Nuclei ldroeletirici : v TU SClanO 96
T i 752
'J Centrali Termoslettriche \.) TOta|e |dl'0
Fotovoltaico
Totale Capacita 7.630
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Le produzioni termo e idro (GWh)
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Edipower e tra i primi produttori di energia
elettrica in Italia con una produzione di ca. 24
TWh/anno (media 2006 — 2008) ed una quota di

mercato di ca. il 7%.

Dati in GWh
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Le emissioni

Nucleo Fiacenza

di Mzse (30)
Sermide (MN)
Turkigo (MI)

Chivasso (TO)

]

G Nuclei ldroeletirici

O Centrali Termoslettriche

Fotovoltaico

t Nucleo
' di Udine

39

LI 1
Oag

Nucleo
di Tusciano (SA)

i

Brindisi

p.
vgbgi \
@

L)

San Filippo ‘
del Msla (ME) ’

o3
¢

L’'implementazione del piano industriale ha
permesso di conseguire una notevole riduzione
delle emissioni di inquinanti in atmosfera.
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Costi di installazione Impianti di generazione tratto da EIA (US Energy
Information Administration ) NEMS 2010

Table B2. Cost and Perdformance Characteristics of Mew Central Statio M ricity Generating Technologies

Byl Coal Basw

iy 1] e i

Comiinsd Cycis 130T 013 550 4 401 1.07
JECC WihCarkon Sequaraion| 0% 380 4 I4ET 1.07
Cionve G208 Ciomib Ty o TS0 3 37 1.05
Aufv a0l Comb Cyde{Co IO 400 3 ey 1.08
ADVIC with Carkon Segesafion| 209 400 3 170 .08
Ciwnve Coumits safion Tk el = 180 z B53 1.05
By Tiominuss Boe Turbin I ZE0 z &7 1.05
Fusl (il o1z 10 3 4744 1.05
Ao Bhusd e e 1350 8 3308 110
D ] st el O - el Wiz 2 3 1,354 1.05
0 ] ool el O - Pl iy | 1 z 1801 1.05
TicaTdas 013 20 & 3414 1.07
ol 0 TR 2090 50 & 1,868 1.05
MESWY - Larl] s 2090 a0 3 2430 1.07
Coresnfional Hydopowe” i3 SO0 4 Zied 110
Wi OB 50 3 1837 1.07
Wind O=shoes 3 o0 4 34E 110
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Consumo energetico ( MTEP milioni di tonnellate equivalenti di petrolio)

om 4

Penetrazione energia elettrica in
Italia dal 1963 al 2009 (fonte Terna)
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Energia solare : radiazione globale

Radiazione globale totale annuale
su una superficie orizzontale
sy [kKWh/m"2]

* Dati medi 1994-99 fonte ENEA

alania
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Quanto valgono gli incentivi ?

" o
2010 Impianti Non Parzialmente
integrato m;grato
Potenza impianto Parzialmente \ o N
Non integrati integrati Integrati :
finoa 3 kWp 0,384 €/kWh 0,422 €/kWh 0,470 €/KWh meﬂm
da3a20kWp 0,365 €/kWh 0,403 €/kWh 0,442 €/KWh L:'/ ‘
maggiori di 20 Archittettonicamente
kKWp 0,346 €/kWh 0,384 €/kWh 0,422 €/kKWh integrato
. . Nel 2011 gli incentivi
Prezzo di vendita zonale MGP (€/MWh) € 0llg ce ¢ :
subiranno una riduzione
120,00 che allo stato non é
100.00 = ancora stata ufficializzata

i |
80 00 “JI ’l'.l [T [y - in modo definitivo.
’ —_._1q d F . :l\:"h-[_ = == media giornaliera nord Laipotesi pil] probabileé
=

_ e =——media giornaliera Sicili .

60,00 . - medla glomalera == compresa tra I’ 8% e il
= media giornaliera Sud

40,00 20% con alcune

20,00 Fonte GME limitazioni ulteriori

rispetto ai luoghi di
installazione
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| pannelli fotovoltaici

L S S S S S S S
N SEBED. SENET. JCNED. SEESD. CHTD. SUNER, ST A

Silicio monocristallino
Silicio policristallino
Cis

Silicio amorfo

Esistono diversi tipi di pannelli fotovoltaici

» silicio monocristallino

« silicio policristallino

» silicio amorfo

* CIS ( Cuprum Indium Silicium ) Diseleniuro di rame e indio

Il CIS costa meno sia per i materiali di cui € composto , sia per le
tecniche di lavorazione meno sofisticate che comunque
consentono di Depositare il composto con una tecnologia THIN
FILM ( 50 micron contro i 250-300 micron delle altre soluzioni .
Se lirraggiamento € elevato il Silicio cristallino ha la resa
maggiore.

Se l'irraggiamento € basso il rendimento del Silicio cristallino
precipita e puo essere sostituito con il Silicio amorfo.

Il CIS é la soluzione che , sfruttando oltre che l'irradiamento la
luce diffusa, € in grado di raggiungere il rendimento delle due
soluzioni ( al 90%) con un solo prodotto con un costo di
produzione inferiore

L 'ulteriore vantaggio del CIS e |la costanza nel tempo del

rendimento di trasformazione ]
O Edipower
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Mono Crystalline PV module SUIIO-WE MDdUIO SOIarE GE‘“E‘CIS BUW

Model no. SF125%125-72-M & SF125%125-72-M(L) o

WSG0036E050

FEATURES
CARATTERISTICHE

" High efficiency monc-crystailine sllicos solar cel + Medulo fotovoltaico GeneClS per collegamento in serie

* High transmission low-iron oxide tempered glass - + Resa energetica otimale grazie alleccellente

+ Enzapsulant: EVA material ; sealed with high quality rear cover ) -

Bty i s cdl'rpmamemn alle alte temperature & con rraggiamento

« Standard junction-box with bypass diode fenoie

- TWV, IEC 61215 & 61730,CE UL certifed = Design accativante grazie alla Supermicie nera omogensa

+ Elevata prezions agh nMuss! amixentall grazie aia

struttura velro-vetro

+ Telaio in alluminio anodizzate nero

Specifications ) .
e * Potenza assicurata per 20 anni
all Mono-crystailine silicon . P . - o .
o syrprecingpiens 9 Made in Germany {(Wirth Jolar]
_\{Jlt‘LlUlt || ;"l N sanes
DC 24V system
) voltage | 1000V
_ 10A
Maxirmum pover 185W CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimersi | 1580mm * 808mm = 35mm
Nest . 16.00kg Dafi eletirici con 8TC
Potenza nominale misurata in - B0 W
5TC
Absolute Maximum Ratings Tansione MPP [Umpp) 35
P T Rating e B = Comente @ potenza massima 228 A
- . - - = - {Impp)
Tensione a wuolo (Uoc) HV

Comente o sorto cirouito (I=a) 2.5A

2200 nax. nc
Electro-Optical Characteristics NOCT 47 (+i-3] S
~ Model | SF126%125.72M |
Paramaters [ Symbot | min. | Typiesl | Unt | Condition -
=T - P t 1 ST Tensione massima delsistema 1.000 ¥
Qpen | Voc 445 v
TR TN t - — Tolieranza =ulla polenza 2515 %
Maxirmum war voltage Vpm 357 v . -
3o 4 e ,\ VR COOWN 2 Protezions da comente invarsa 2 xloo
80 2.£0 v Rnoe: LIVY -
- . : SysUoe. tensione a yuoio (Uoch 485 W
pm = 4.90 Module temperature: 25°C a-10=C
| Pm | 1500 Spectral distrbution HM 1.5 Tensione MPP (Umppla TOC 295V
L ar ced efliciency | nc | | Coeficiente termico [Fmpp) -0.20% (G
o "P"“'E‘TEV L nm | | Cosficiente termics [Voo) 0,28 % /°C
Coefficients termica |lsc) 0.05 % 1 °C
Technical Parameter ( with tolerance ~/+ 3%) { Matzriale delle celle e
-t - ’ — = Tacnpologia delle sella cIs
SF1252125-72 150w 155w 160w 165W 1T0W 175w Dispocizione maccanica Maodulo vetro-vetm con talaio n
Imp | 435A | 445A | 455A | 4TOA | 4.80A  490A | alluminio anodizzats nem
Vimp 346V | 348v | 351V | 352v | 354V | 357V Altezza talaio 35 mm
Isc | 4954 | 504 | 505A | 515A | 5284 Aarvitamenta massimo 12"
" 338Y | 441V | a2V . 443V | 4asv | Pressione superficie massima 2400 N'm?
FF 725 731 [ 741 ["7ae | 750 Colegamenta CC Cornassions 3 spina MC4
TNOCT ., = Temperatura ambients <40 ... +85°C
- Peso 12,71 kg
Dimensioni L x A x P} B05 x 1.205 x 35 mm

* Remarks. Zhejigng Sunflower Light Enargy Science & Technology Co. L. reserves the right to modiy these specifications without notice

The elec data may change in consideration either of quality of the raw matenial and/or ol the procass parameters.

Call mietricl In condizion] d prova srdard {STC) 1000 Wim=, AR 1 5, Te-25'C
Temperzbura dl funziosamenio sele (HOCT): =200 WM, Tu=20 C. Veeims

=




|mpianti fotovoltaici

Moduli installati: potenza complessiva 3.445 kW

Potenza di Messa in esercizio
picco

BR - tetto sala

. 712 kW Dicembre 2009
macchine
SF — tetto capannone 265 kW Aprile 2010
gesso
CH - campo a terra 870 kW Dicembre 2010

TOTALE 3.445 kW

| () Edipowel'
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO CHIVASSO

Totale moduli:

(1274 da 175W - 2475 da 75W - 5760 da 80W)
Totale moduli installati:

Totale potenza installata:

Superficie utilizzata:

Termine costruzione plinti e strutture:
Completamento installazione:

Entrata in servizio:

9509

8000

872,75 KW

10.000 m2

20 Ottobre 2010
20 Novembre 2010
20 Dicenbre2010
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Impianto fotovoltaico Sermide

Totale moduli installati:

uuuu:u; ;

13.315
Tipo di pannelli solari CIS Wuerth
Totale potenza installata: 998,5 KW
Superficie utilizzata: 24.300 mq
Termine costruzione strutture: 20 Set 2010
Completamento installazione: 20 Nov 2010
Entrata in servizio: 25 Dic 2010 *
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO BRINDISI ¢ m—r w——

| 0 di pannetij solax
= Jotale potenza installatas
it meSuperficiewutilizzata™s,
Termiine costrizione sthutture: U - Th2est
Completamentalinstallazione: N Q ; ‘
Entrata in servizio, 5 " '2009 SN
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO SAN FILIPPO DEL MELA e

Campo fotovoltaico a terra:
Totale moduli installati: 7488
Tipo di pannelli solari: WURTH SOLAR, CIS
Totale potenza installata: 599,04 kW
Superficie (lorda) utilizzata: circa mqg 15.000
Termine costruzione strutture: 30 marzo 201
Data completamento installazione: 15 aprile 2‘?10

l J

/AW

Entrata in servizio: 16/06/2010
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Capannone gessi:

Totale moduli installati: 1512 moduli

Tipo di pannelli solari: SUNOWE,

Totale potenza installata: 264,60 kW

Superficie (lorda) utilizzata: mqg 2.148

Termine costruzione stratture: 30/10/2009

Data completamento installazione: 28 febbraio 2010
Entrata in servizio:16/06/2010




